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Ukiad UL 1321 zawlera:
- dwa przedwzmaoniacze m.oz.,

Ukiad podwognego

) iacza
~ 0oddzielny trangystor. . akustycznego
Charakteryzuje sie naste¢pujgoyml cechami:
- ma dute wzmocnienie z otwartg petls sprzesenia zwrot-
nego /60. 4B/, ' Obudowa CE 70
- ma moiliwodé regulacjil wzmoonienia przesz zewnegtrzng
petle sprzeZenia zwrotnego.
Uklad przeznaczony Jest do zastosowah we wzmaoniaczach
stereofonioznych.
Parametry dopuszczalne
- o
[tomp = +25°C/
Oznaczenie . Nazwa Jedn. Wartogé
« ' min - max
U . ;Napiecie zasilania ‘ v 18
Temperatura otoozenia w czasie o
amb pracy Cc -~25 f70
tstg Temperatura przechowywania °g -40 +125

Uktad wyprowadzen , [d] [3] p3)- 7] fo] {31 [@]
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Opis wyprowadzeh
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. Sprzgtenie zwrotne przedwzm. 1}
. Masa uktadu

. Wyj&cie przedwzmacniacza |

. Zasilanie przedwzm. |

. Wejécie przedwzm. !

. Sprzgienie zwrothe przedwzm, |
. Masa uk+adu

- Emiter tranzystora dodatkowego
. Kolektor tranzystora dedatkowego
. Baza tranzystora dodatkowego

. Tdumienie oscytacji

. Wyjdcie przedwzm. il

. Zasilanie przedwzm. I}

. Wejdcie przedwzm. |1

Schemat wewngtrzny

49




Parametry charakterystyczne

o ~
/tamb = +2%5 C/
Oznaczenie Nagwa Jedn. Wartoéé Warung:apgmiaru
min wyp max &
I Spoczynkowy prgd zaslla- U.=6 V; £ =1 kHe
CcQ nia I ’ I , mA 3’5 6’0 CC ’ p
4 13
Ay Wzmoenienie napleciowe UCC=6 v; £ =1 xHz
/przy rozwarte) petli 4B 60 U.=0,5 mv-p
sprzesenia zwrotnego/ I
A wzmocnienie napieciowe 4aB L5 U, =6 V; £ =1 kHe
U S ccC P Q
UI=1 mv; n£=1 00 ‘
U, Napiecie wyjéoiowe‘ v 1 Ucc=6 v fp=1 kHz
BW Szerokoéé pasma przeno- kHz 400 Ucc=6 v; fp=1 kHe;
sgenia Uom=0,5 V
I ’
h Wspblczynnik zawartoécix % 0,9 ch=6 V; £_=1 kHg;
harmonicznych Ub=0,5 V3 Rf=100:2
RI Rezystancja wejscliowa - kR 96 ch=6 Vs fp=1 kHz
R, Rezystancja wyjdciowa k2 1 Uyo=6 V3 fp=1 kHz
Urn Napigcie szuméw nv 3 Upe=10 V3 Rg=690$2
S Tiumienie przesiuchu aB 40
h, 45 Statyczny wspdiczynnik UCE=3 v; Ic=1 mA
wzmocnienia pradowego 70 150
dodatkowego tranzystora
U Napiecie przebicia ko-
\/BR/CEO' lektor-emiter dodatkowe- v 15 . Ic=1 mA
go tranzystora
U Napig¢cie przebicia kolek- I.=1 pA
/BR/CBO tor-baga dodatkowego v 25 c
tranzystora
IEBO Prgd zerowy emitera Pra 1 Ic=0 A;-UEBsk v

Schemat aplikacyjny
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